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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาปรากฏการณ์แมกนีโตอิเล็กทริกในฟิล์มบางของ TbFe2-PZT

ตามการเปล่ียนแปลงความหนาของชั้นฟิล์ม สนามแม่เหล็กสถิต และความถี่ของสนามแม่เหล็ก

แบบส ลับ  โดยแผ่นฟิ ล์ มบา งแบบสามชั้ น ขอ ง nTbFe2/Pb(Zr0.46Ti0.54)O3/TbFe2 แล ะ 

TbFe2/Pb(Zr0.52Ti0.48)O3/TbFe2 ถูกเตรียมขึ้นโดยใช้เทคนิคอาร์เอฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง 

จากการศึกษาพบว่า ความต่างศักย์ ME ของตัวอย่างที่เตรียมได้มีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับความ

หนาของชั้นเคลือบ สนามแม่เหล็กสถิต ขนาดและความถี่ของสนามแม่เหล็กสลับอย่างชัดเจน โดย

สัมประสิทธิ์ ME จะมีค่าเพิ่มตามความถี่จนมีค่าสูงสุดที่ความถี่ 851 เฮิรตซ์ และมีค่าลดลงเมื่อ

ความถี่มีค่าเพิ่มสูงขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์mME สูงสุด 347 โวลท์ต่อเซนติเมตรเออร์สเตด สามารถ

ตรวจพบได้ ในตั วอ ย่ า ง  200nm-TbFe2/400nm-Pb[Zr0.52Ti0 . 4 8 ]O3 /200nm-TbFe2 โดย

สัมประสิทธิ์  MEEจะมีค่าลดลงเมื่อความหนาของฟิ ล์มเพิ่มขึ้นนฟิ ล์มตัวอย่างTTbFe2/ 

Pb(Zr0.46Ti0.54)O3/TbFe2 และTTbFe2/Pb(Zr0.52Ti0.48)O3/TbFe2 นั้น มีการตอบสนองต่อ

สนามแม่เหล็กสถิตที่ใช้ในการไบแอสที่ เหมือนกัน และพบว่าหัวอ่านแม่เหล็กแบบอาศัย

ปรากฏการณ์แมกนีโตอิเล็กทริกได้จากฟิล์มบาง TbFe-PZT ที่ถูกทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการ

นั้นมีศักยภาพที่จะใช้เป็นหัวอ่านแม่เหล็กได้ 
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